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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月19日(2011.7.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
有機電界効果デバイスを製造する方法であって、
ａ）溶液から有機半導体層を堆積させ；そして
ｂ）溶液から低誘電率絶縁材料の層を堆積させて、その低誘電率絶縁材料が上記有機半導
体層と接触するようにゲート絶縁体の少なくとも一部を形成する
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工程を含み、ここで前記低誘電率絶縁材料は比誘電率が１．３から２．５までであり、但
し前記低誘電率絶縁材料はベンゾシクロブテン（BCB）ではない、上記の方法
【請求項２】
前記有機半導体層から前記低誘電率絶縁材料層の他方の側に、少なくとも１層の高誘電率
絶縁材料を堆積させることをさらに含み、ここで前記高誘電率絶縁材料は比誘電率が前記
低誘電率絶縁材料よりも高い、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記少なくとも１層の高誘電率絶縁材料が溶液から堆積される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記層の１つまたは２つ以上がフルオロ溶媒を含む溶液から堆積される、請求項１～３の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
前記層の１つまたは２つ以上が溶液からスピンコーティングによって堆積される、請求項
１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
全ての工程が約１００℃以下において遂行される、請求項１～５のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項７】
請求項１～６のいずれか１項に記載の方法によって製造された有機電界効果デバイス。
【請求項８】
前記低誘電率絶縁材料の誘電率が１．５～２．１の範囲内である、請求項７に記載の有機
電界効果デバイス。
【請求項９】
前記有機電界効果デバイスがトップゲート配置を有する、請求項７または８に記載の有機
電界効果デバイス。
【請求項１０】
前記有機電界効果デバイスがボトムゲート配置を有する、請求項７または８に記載の有機
電界効果デバイス。
【請求項１１】
前記高誘電率絶縁材料が３．５超で、２００までの誘電率を有する、請求項１または２に
記載の方法によって製造された有機電界効果デバイス。
【請求項１２】
前記高誘電率絶縁材料がポリフッ化ビニリデン、シアノプルアン、ポリビニルアルコール
、ポリビニルフェノール、ポリメチルメタクリレート、シアノエチル化多糖類、ポリフッ
化ビニリデン、ポリウレタン、ポリ（塩化ビニル）またはポリ（酢酸ビニル）を含む、請
求項１または２に記載の方法によって製造されたま有機電界効果デバイス。
【請求項１３】
前記高誘電率絶縁材料がTiO2、Ta2O5、SrTiO3、Bi4Ti3O12、BaMgF4、チタン酸バリウムジ
ルコニウム、チタン酸バリウムストロンチウムまたは他の高極性無機材料を含む、請求項
１または２に記載の方法によって製造された有機電界効果デバイス。
【請求項１４】
前記低誘電率絶縁材料層の厚さが５ｎｍ～１μｍの範囲内であり、そして少なくとも１つ
の高誘電率絶縁材料層の厚さが５０ｎｍ～１０μｍの範囲内である、請求項１または２に
記載の方法によって製造された記載の有機電界効果デバイス。
【請求項１５】
前記ゲート絶縁体層が有機材料を含む、請求項７～１４のいずれか１項に記載の有機電界
効果デバイス。
【請求項１６】
前記低誘電率絶縁材料層がフルオロポリマーを含む、請求項１５に記載の有機電界効果デ
バイス。
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【請求項１７】
前記低誘電率絶縁材料層がポリプロピレン、ポリイソブチレン、ポリ（４－メチル－１－
ペンテン）、ポリイソプレン、ポリ（ビニルシクロヘキサン）、またはこれら材料の少な
くとも１種の単量体単位を含む共重合体を含む、請求項１５に記載の有機電界効果デバイ
ス。
【請求項１８】
前記低誘電率絶縁材料層がテトラフルオロエチレンとジオキシド類との共重合体を含む、
請求項１５に記載の有機電界効果デバイス。
【請求項１９】
前記有機半導体層が１０－５ｃｍ２Ｖ－１ｓ－１より大きい移動度を有する、請求項７～
１８のいずれか１項に記載の有機電界効果デバイス。
【請求項２０】
前記有機半導体層がポリアリールアミンを含む請求項１９に記載の有機電界効果デバイス
。
【請求項２１】
前記有機半導体層がｎ≧２の複数の繰返単位を有する単分散アリールアミン化合物を含ん
でいる、請求項２０に記載の有機電界効果デバイス。
【請求項２２】
前記有機半導体層がアリールアミンと共重合したフルオレンを含んでいるオリゴマーまた
はポリマーを含む、請求項１９に記載の有機電界効果デバイス。
【請求項２３】
前記有機半導体層がチオフェンを含んでいるオリゴマーまたはポリマーを含む、請求項１
９に記載の有機電界効果デバイス。
【請求項２４】
前記有機半導体層がチオフェンと共重合したフルオレンを含んでいるオリゴマーまたはポ
リマーを含む、請求項１９に記載の有機電界効果デバイス。
【請求項２５】
前記有機半導体層が少なくとも２種の有機半導体種の複合材料を含む、請求項１９に記載
の有機電界効果デバイス。
【請求項２６】
前記有機半導体層がバインダー重合体を含んでいる、請求項１９に記載の有機電界効果デ
バイス。
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